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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成されたディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部と前記ディスプレイ部周辺の非発光領域とを覆い、中央部からエッ
ジ部に行くほど密度及び厚さが増大する封止膜と、
を備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記封止膜は、無機膜または有機膜が一層以上に形成されるか、または前記無機膜と前
記有機膜とが交互に形成されたことを特徴とする請求項１に記載の有機発光ディスプレイ
装置。
【請求項３】
　前記無機膜は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＡｌＯｘ、ＳｉＣｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、非結晶
性炭素、ＩｎＯｘ、及びＹｂＯｘのうち選択された一つ以上の物質を含むことを特徴とす
る請求項２に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記封止膜は、スパッタ、熱蒸着、ＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、ＩＢＡＤ、及びＡＬＤのうち
選択された一つの工法によって形成されることを特徴とする請求項１に記載の有機発光デ
ィスプレイ装置。
【請求項５】
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　基板を提供する工程と、
　前記基板上にディスプレイ部を形成する工程と、
　前記ディスプレイ部と前記ディスプレイ部周辺の非発光領域とを覆い、中央部からエッ
ジ部に行くほど密度及び厚さが増大する封止膜を形成する工程と、
を含むことを特徴とする有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項６】
　前記封止膜の形成工程は、
　前記基板に温度勾配を形成する工程と、
　前記温度勾配が形成された基板に封止膜材料を塗布する工程と、を含むことを特徴とす
る請求項５に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項７】
　前記温度勾配の形成工程は、
　前記基板に熱線が備えられたマスクを配する工程と、
　前記熱線を加熱して前記非発光領域を加熱する工程と、を含むことを特徴とする請求項
６に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項８】
　前記マスクの開口は、前記ディスプレイ部及び前記非発光領域の一部をカバーするサイ
ズを有することを特徴とする請求項７に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項９】
　前記封止膜の形成工程は、
　無機膜または有機膜を一層以上に積層するか、または前記無機膜と前記有機膜とを交互
に積層する工程と、を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機発光ディスプレイ装置
の製造方法。
【請求項１０】
　前記無機膜は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＡｌＯｘ、ＳｉＣｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、非結晶
性炭素、ＩｎＯｘ、及びＹｂＯｘのうち選択された一つ以上の物質を含むことを特徴とす
る請求項５に記載の有機発光ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記封止膜は、スパッタ、熱蒸着、ＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、ＩＢＡＤ、及びＡＬＤのうち
選択された一つの工法によって形成されることを特徴とする請求項５に記載の有機発光デ
ィスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ディスプレイ装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光素子（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）は、自発光型素子であって、厚さを薄くし、
可撓性（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）ディスプレイなど、応用製品を多様にできる。しかし、この
ような有機発光表示素子は、外部環境から流入される水分や酸素に露出される場合、素子
特性が急に劣化する傾向がある。
【０００３】
　したがって、有機発光素子を構成した後、缶やガラス基板を使用してシーリングするが
、一般的に、ＵＶあるいは熱硬化性エポキシやアクリルのような高分子材料をシーラント
材料として使用する。しかし、高分子材料は、水分に対する防湿能が落ちるため、経時的
に有機発光素子側に流入される水分及び酸素の影響によって輝度特性が劣化して寿命が短
縮される。これを防止するために、水分を吸湿する吸湿材をデバイスの内部に装着し、シ
ーラントを通過した水分が有機発光素子に影響を与えることを防止する。しかし、このよ
うな方式は、製造工程を複雑にし、ディスプレイ装置の重量と体積とが増大するという問
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題点をもたらす。
【０００４】
　このような問題点を解決するために、表示素子を保護膜でもって覆って封じ込める薄膜
封止技術が提案された。薄膜封止技術に使われる薄膜封止は、有機発光素子の寿命と直接
的に関連する材料であるため、低い透湿度、デバイス材料との接着力及び温度による熱膨
張係数が適切に調節されなければならない。特に、素子の寿命に絶対的な影響を与える透
湿度は、最も重要な開発項目である。薄膜封止材料を通じた透湿は、薄膜面に対して垂直
方向に浸透するものと、デバイス切断面、すなわち、非発光領域を通じた側面透湿とがあ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１０６０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の薄膜封止技術は、基板に対して垂直方向への水分や酸素の浸透は、効果
的に防止できるが、基板と平行な方向で膜の末端部分から封止層の界面に沿って水分また
は酸素が浸透する（側面透湿）という問題点がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、側面防湿特性を改善することが可能な、新規かつ改良された有機発光ディスプレイ装
置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、基板と、前記基板上に形成さ
れたディスプレイ部と、前記ディスプレイ部と前記ディスプレイ部周辺の非発光領域とを
覆い、中央部からエッジ部に行くほど密度及び厚さが増加する封止膜と、を備える有機発
光ディスプレイ装置が提供される。
【０００９】
　また、前記封止膜は、前記基板に形成された温度勾配によって形成されてもよい。
【００１０】
　また、前記温度勾配は、熱線が備えられたマスクを使用して、前記非発光領域を加熱す
ることによって形成されてもよい。
【００１１】
　また、前記封止膜は、無機膜または有機膜が一層以上に形成されるか、または前記無機
膜と前記有機膜とが交互に形成されてもよい。
【００１２】
　また、前記無機膜は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＡｌＯｘ、ＳｉＣｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、
非結晶性炭素、ＩｎＯｘ、及びＹｂＯｘのうち選択された一つ以上の物質を含んでもよい
。
【００１３】
　また、前記封止膜は、スパッタ、熱蒸着、ＣＶＤ(Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)、ＰＥＣＶＤ(Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)、ＩＢＡＤ(Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)、及びＡＬＤ(Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ)のうち選択された一つの方法によって形成されてもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、有機発光ディスプレイ
装置の製造方法は、基板を提供する工程と、前記基板上にディスプレイ部を形成する工程
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と、前記ディスプレイ部と前記ディスプレイ部周辺の非発光領域とを覆い、中央部からエ
ッジ部に行くほど密度及び厚さが増大する封止膜を形成する工程と、を含む有機発光ディ
スプレイ装置の製造方法が提供される。
【００１５】
　また、前記封止膜の形成工程は、前記基板に温度勾配を形成する工程と、前記温度勾配
が形成された基板に封止膜材料を塗布する工程と、を含んでもよい。
【００１６】
　また、前記温度勾配の形成工程は、前記基板に熱線が備えられたマスクを配する工程と
、前記熱線を加熱して前記非発光領域を加熱する工程と、を含んでもよい。
【００１７】
　また、前記マスクの開口は、前記ディスプレイ部及び前記非発光領域の一部をカバーす
るサイズに形成してもよい。
【００１８】
　また、前記封止膜の形成工程は、無機膜または有機膜を一層以上に積層するか、または
前記無機膜と前記有機膜とを交互に積層する工程と、を含んでもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、封止膜の中央部からエッジ部に行くほど密度及び
厚さが増大するため、側面方向の水分や酸素の浸透を防止して有機発光ディスプレイ装置
の寿命を延長させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置を概略的に示す平面図であ
る。
【図２】図１のＡ－Ａ'線による断面図である。
【図３】図１のディスプレイ部の部分拡大断面図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による基板に封止膜を形成する工程のうち、上部にディス
プレイ部を形成する工程を概略的に説明する図面である。
【図４Ｂ】図４ＡのＢ－Ｂ'線による断面図である。
【図５】本発明の一実施形態によるディスプレイ部が形成された基板に封止膜を形成する
工程を概略的に説明する図面である。
【図６】本発明の一実施形態による封止膜の形成工程のうち、使用可能なマスクの例を概
略的に示す図面である。
【図７】本発明の一実施形態による封止膜の形成工程のうち、使用可能なマスクの例を概
略的に示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付した図面を参照して説明する。本発明の実施形
態を説明する図面において、ある層や領域の厚さは、明細書の明確性のために誇張された
ものであって、図面上の同じ符号は、同じ要素を表す。以下の本発明の説明において、関
連した公知機能または構成についての具体的な説明が、本発明の要旨を不明確にする恐れ
があると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
【００２２】
　また、ある部分がある構成要素を“含む”とする時、これは、特別に反対となる記載が
ない限り、他の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素をさらに含みうることを
意味する。
【００２３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態を詳細に説明すれば、次の
通りである。
【００２４】
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　図１は、本発明の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置を概略的に示す平面図で
ある。図２は、図１のＡ－Ａ'線による断面図である。図３は、図１のディスプレイ部の
部分拡大断面図である。
【００２５】
　図１及び図２を参照すれば、本発明の有機発光ディスプレイ装置１００は、基板１２０
、及び基板１２０上のディスプレイ部１４０を覆う封止膜２００を備える。
【００２６】
　前記基板１２０は、ＳｉＯ２を主成分とする透明なガラス材の基板でもあり、それ以外
にも、プラスチック材基板または金属基板でもあるなど、多様な材質の基板を利用できる
。
【００２７】
　前記基板１２０上に備えられたディスプレイ部１４０は、図３に示したように、有機薄
膜トランジスタ層３００ａと画素部３００ｂとを備えうる。
【００２８】
　基板１２０の上面には、不純物イオンが広がることを防止し、水分や外気の浸透を防止
し、表面を平坦化するためのバリヤ層及び/またはバッファ層のような絶縁層３１２が形
成されうる。
【００２９】
　前記絶縁層３１２上に駆動回路として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ
Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）３２０を形成する。本実施形態では、ＴＦＴの一例と
して、トップゲート方式のＴＦＴを示している。しかし、これとは異なり、他の構造のＴ
ＦＴが備えられうる。
【００３０】
　前記絶縁層３１２上にＴＦＴの活性層３２１が半導体材料によって形成され、これを覆
うように、ゲート絶縁膜３１３が形成される。活性層３２１は、アモルファスシリコンま
たはポリシリコンのような無機材半導体や有機半導体が使われ、ソース領域、ドレイン領
域、及びこれらの間のチャンネル領域を有する。
【００３１】
　ゲート絶縁膜３１３上には、ゲート電極３２２が備えられ、これを覆うように層間絶縁
膜３１４が形成される。そして、層間絶縁膜３１４上には、ソース及びドレイン電極３２
３が備えられ、これを覆うように平坦化膜３１５が順次備えられる。
【００３２】
　前述したようなＴＦＴの積層構造は、必ずしもこれに限定されず、多様な構造のＴＦＴ
がいずれも適用可能である。
【００３３】
　前記平坦化膜３１５の上部には、有機発光素子（Ｏｒｇａｎｉｃ
Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ Ｄｉｓｐｌａｙ：ＯＬＥＤ）の一電極である
第１電極３３１が形成され、コンタクトホール３３０を通じてソースまたはドレイン電極
３２３と電気的に連結される。
【００３４】
　第１電極３３１の上部には、対向して位置した第２電極３３３を備える。
【００３５】
　前記第１電極３３１は、アノード電極の機能を行い、前記第２電極３３３は、カソード
電極の機能を行う。もちろん、前記第１電極３３１と第２電極３３３との極性は、逆にな
ってもよい。
【００３６】
　第１電極３３１は、透明電極または反射型電極として備えられうる。透明電極として備
えられる時には、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯまたはＩ
ｎ２Ｏ３で備えうる。反射型電極として備えられる時には、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐ
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ｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒまたはこれらの化合物で形成された反射膜と、ＩＴＯ
、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３で形成された透明膜と、を備えうる。第２電極３３３
も、透明電極または反射型電極として備えられうるが、透明電極として備えられる時には
、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ/Ｃａ、ＬｉＦ/Ａｌ、Ａｌ、Ｍｇまたはこれらの化合物が中間層に
向かって蒸着して形成された膜と、その上のＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３な
どの透明な導電性物質で形成された補助電極やバス電極ラインとを備えうる。そして、反
射型電極として備えられる時には、前記のＬｉ、Ｃａ、ＬｉＦ/Ｃａ、ＬｉＦ/Ａｌ、Ａｌ
、Ｍｇ及びこれらの化合物で形成されうる。
【００３７】
　一方、前述したように、基板１２０が薄膜トランジスタを含む場合、サブピクセル別に
パターニングされた第１電極３３１は、各サブピクセルの薄膜トランジスタに電気的に連
結される。そして、この時、第２電極３３３は、すべてのサブピクセルにわたって相互連
結されている共通電極として形成されうる。基板１２０がサブピクセル別に薄膜トランジ
スタを含んでいない場合、第１電極３３０と第２電極３３３とは、相互交差するストライ
プパターンにパターニングされてＰＭ(Ｐａｓｓｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ)駆動できる。
【００３８】
　前記第１電極３３１と第２電極３３３との間には、有機膜層３３２が介在される。
【００３９】
　有機膜層３３２は、低分子または高分子有機物で備えられうる。低分子有機物を使用す
る場合、ホール注入層(ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ)、ホール輸送
層(ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ)、有機発光層(ＥＭＬ：Ｅｍｉｓ
ｓｉｏｎ Ｌａｙｅｒ)、電子輸送層(ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌ
ａｙｅｒ)、電子注入層(ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ)な
どが単一あるいは複合構造に積層されて形成され、使用可能な有機材料も銅フタロシアニ
ン(ＣｕＰｃ)、Ｎ，Ｎ－ジ(ナフタレン－１－イル)－Ｎ，Ｎ'－ジフェニル－ベンジジン(
ＮＰＢ)、トリス－８－ヒドロキシキノリンアルミニウム(Ａｌｑ３)をはじめとして、多
様に適用可能である。これらの低分子有機物は、マスクを利用して真空蒸着の方法で形成
されうる。高分子有機物の場合には、ほぼＨＴＬ及びＥＭＬで備えられた構造を有し、こ
の時、前記ＨＴＬとしてＰＥＤＯＴ（Ｐｏｌｙ（３，４－Ｅｔｈｙｌｅｎｅ
Ｄｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）を使用し、発光層としてＰＰＶ(Ｐｏｌｙ－Ｐｈｅｎｙ
ｌｅｎｅ Ｖｉｎｙｌｅｎｅ)系及びポリフルオレン系などの高分子有機物質を使用する。
【００４０】
　ディスプレイ部１４０上には、ディスプレイ部１４０を覆う封止膜２００が備えられる
。前述したように、ディスプレイ部１４０の有機発光素子は、外部の水分または酸素など
の外的要因によって容易に劣化するところ、封止膜２００は、外部の酸素または水分がデ
ィスプレイ部１４０に浸透することを防止する。前記封止膜２００は、無機膜または有機
膜が一層以上に形成されるか、または前記無機膜と前記有機膜とが交互に形成されうる。
図２では、３層の多層膜２００ａ，２００ｂ，２００ｃを開示しているが、これに限定さ
れず、最適の膜厚によって適切に構成されうる。
【００４１】
　無機膜は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＡｌＯｘ、ＳｉＣｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、非結晶性炭
素、ＩｎＯｘ、及びＹｂＯｘを含み、これに限定されない。有機膜は、ＰＰＸ(Ｐａｒｙ
ｌｅｎｅ(Ｐｏｌｙ－ｐ－Ｘｙｌｙｌｅｎｅ)、ＰＣＰＸ(Ｐｏｌｙ－２－Ｃｈｌｏｒｏ－
ｐ－Ｘｙｌｙｌｅｎｅ)、ＭＥＨ－ＰＰＶ（Ｐｏｌｙ[２－Ｍｅｔｈｏｘｙ－ｒ－(２'Ｅｔ
ｈｙｈｅｘｙｌｌｏｘｙ)－１,４－Ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ Ｖｉｎｙｌｅｎｅ]）を含み、こ
れに限定されない。有機発光ディスプレイがトップエミッション型である場合、前記無機
膜及び有機膜は、透明度の高い材料であることが望ましい。
【００４２】
　前記封止膜２００は、スパッタ、熱蒸着、ＣＶＤ(ＣｈｅｍｉｃａｌＶａｐｏｒ Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ)、ＰＥＣＶＤ(Ｐｌａｓｍａ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａ
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ｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)、ＩＢＡＤ(Ｉｏｎ Ｂｅａｍ Ａｓｓｉｓｔｅｄ Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ)、及びＡＬＤ(Ａｔｏｍｉｃ Ｌａｙｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)の工法を
使用して成膜できる。
【００４３】
　封止膜２００は、発光領域ＤＡであるディスプレイ部１４０と、ディスプレイ部１４０
の周辺の非発光領域ＮＤＡの一部とを覆う。この時、封止膜２００は、中央部からエッジ
部に向けて厚さが厚くなり、密度が高くなるように形成される。
【００４４】
　一般的に、薄膜を蒸着すると厚さ及び特性が均一な薄膜が得られる。薄膜の密度、厚さ
、及び接着力は、薄膜の透湿に最も大きい影響を与える変数であると言える。したがって
、このような厚さ及び特性が均一な薄膜では、発光領域に垂直に浸透する水分を防止でき
るとしても、側面から浸透する水分を防止できない場合が発生する。したがって、本実施
形態では、封止膜２００の密度が中央部からエッジ部に行くほど高くなり、封止膜２００
の厚さが中央部からエッジ部に向けて厚くなるように形成する。
【００４５】
　蒸着速度は基板の温度によって変わる。基板の温度が高いほど蒸着速度は速い。したが
って、本実施形態では、封止膜２００の膜密度及び厚さを領域別に異ならせるため、封止
膜２００の各膜２００ａ,２００ｂ,２００ｃの積層時に、ディスプレイ部１４０が位置す
る基板１２０の発光領域ＤＡとディスプレイ部１４０周辺の非発光領域ＮＤＡとの基板温
度を異なって設定する。これにより、基板１２０に温度勾配が生じる。かかる温度勾配は
、非発光領域ＮＤＡの基板温度が発光領域ＤＡの基板温度より高くなるように形成される
。基板に温度勾配を形成するために、本実施形態では、封止膜材料の積層時に使われるマ
スクにヒータを備えうる。マスクの構成は、後述する。
【００４６】
　一般的に、封止膜の形成工程は、有機発光素子が構成された後に行う工程である。した
がって、有機発光素子が構成された発光領域ＤＡの基板温度は、有機材料の物性が変更さ
れないように設定された温度に維持されるため、非発光領域ＮＤＡの基板温度は、さらに
高く設定する必要がある。これにより、発光領域ＤＡに形成される封止膜の厚さ及び密度
より、非発光領域ＮＤＡに形成される封止膜の厚さ及び密度をさらに高くできる。
【００４７】
　基板１２０に設定される温度及び温度勾配は、封止膜２００全体の厚さ、封止膜２００
の材料、蒸着方法によって変わる。また、基板１２０に形成される温度勾配によって、封
止膜２００の中央部とエッジ部との密度差及び厚さ差が変わる。
【００４８】
　前記基板１２０の温度勾配の形成は、封止膜２００を構成する多層の薄膜がそれぞれ蒸
着される度に行われる。したがって、封止膜２００のエッジ部の密度及び厚さは、封止膜
２００を構成する多層の薄膜が蒸着される度に、中央部の密度及び厚さより大きくなり、
ディスプレイ部１４０の側面を界面として通じる水分の浸透影響を効果的に減らすことが
できる。
【００４９】
　図４Ａは、本発明の一実施形態による基板に封止膜を形成する工程のうち、上部にディ
スプレイ部を形成する工程を概略的に説明する図面である。図４Ｂは、図４ＡのＢ－Ｂ'
線による断面図である。
【００５０】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すれば、まず、基板４２０に複数のパネル領域を備え、各パネ
ル領域に有機発光素子を含むディスプレイ部４４０を形成する。各ディスプレイ部４４０
は、複数の画素を有するが、各画素は、少なくとも一つの有機発光素子を含む。各有機発
光素子は、その発光如何を各有機発光素子に電気的に連結された薄膜トランジスタを利用
して制御するか否かによって、能動駆動型(ＡＭ：Ａｃｔｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ)有機発光
素子と受動駆動型(ＰＭ：Ｐａｓｓｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ)有機発光素子とに分けられる。
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本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合には、ＡＭ有機発光素子及びＰＭ有機
発光素子のうちいずれのものを備える場合にも適用されうる。図４Ａでは、基板４２０に
６個のパネル領域を備える例を示すが、パネル領域の数は、これに限定されない。基板４
２０上に複数のディスプレイ部４４０が離隔されて形成された後、ディスプレイ部４４０
を覆う封止膜が形成される。
【００５１】
　図５は、本発明の一実施形態によるディスプレイ部が形成された基板に封止膜を形成す
る工程を概略的に説明する図面である。図６及び図７は、本発明の一実施形態による封止
膜の形成工程のうち、使用可能なマスクの例を概略的に示した図面である。
【００５２】
　図５を参照すれば、ディスプレイ部４４０が形成された基板４２０にマスク５００が位
置する。マスク５００は、ディスプレイ部４４０及び前記ディスプレイ部周辺に対応して
開口し、複数のディスプレイ部４４０の間の基板４２０に遮蔽部が位置する。
【００５３】
　基板４２０にマスク５００が整列されると、蒸着ソースから図５に示す矢印方向に沿っ
て封止膜を形成する材料を蒸着する。封止膜材料として、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘ、ＡｌＯｘ
、ＳｉＣｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、非結晶性炭素、ＩｎＯｘ、及びＹｂＯｘを含む無機材料
を使用でき、樹脂などの有機材料がさらに含まれることもある。また、封止膜材料として
、ＰＰＸ(Ｐａｒｙｌｅｎｅ(Ｐｏｌｙ－ｐ－Ｘｙｌｙｌｅｎｅ)、ＰＣＰＸ(Ｐｏｌｙ－２
－Ｃｈｌｏｒｏ－ｐ－Ｘｙｌｙｌｅｎｅ)、ＭＥＨ－ＰＰＶ（Ｐｏｌｙ[２－Ｍｅｔｈｏｘ
ｙ－ｒ－(２'Ｅｔｈｙｈｅｘｙｌｌｏｘｙ)－１,４－Ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ Ｖｉｎｙｌｅ
ｎｅ]）を含む有機材料を使用できる。封止膜が無機膜、または無機膜と有機膜とが交互
になる多層構造である場合、各膜を形成する度にマスク５００を再整列して積層工程が行
われる。
【００５４】
　図６及び図７を参照すれば、マスク５００は、ディスプレイ部４４０及びその周辺に対
応する複数の開口５１０と、開口５１０間の遮蔽部で構成される。蒸着材料は、開口５１
０を通過して基板４２０に蒸着されうる。各開口５１０は、ディスプレイ部４４０及びそ
の周辺の非発光領域の一部をカバーするように、ディスプレイ部４４０のサイズより大き
く形成する。したがって、封止膜材料は、発光領域のディスプレイ部４４０及び周辺の非
発光領域の一部まで積層されうる。
【００５５】
　真空蒸着方式で薄膜を形成する場合、蒸着全領域にわたって、膜厚及び特性は均一にな
る。また、同一材料であるといっても、基板の温度によって蒸着速度及び膜密度に大きな
差が生じる。したがって、蒸着変数で領域別膜特性が異なって蒸着するため、本実施形態
では、蒸着時に使われるマスクにヒータを備える。
【００５６】
　マスク５００は、遮蔽部、すなわち開口５１０の間及び開口５１０の外部に、ヒータ、
例えば熱線５５０を備える。熱線５５０は、図６に示したように、開口５１０間に一つの
熱線５５０が備えられるか、または図７に示したように、開口５１０間に一つ以上、例え
ば二つの熱線５５０が備えられうる。前記熱線５５０は、開口５１０の外郭ラインに近接
して位置し、基板４２０の非発光領域を加熱させうる。
【００５７】
　封止膜材料の蒸着時、マスク５００の熱線５５０を加熱すれば、基板１２０で熱線５５
０が備えられたマスクに接触するか、または近接した部分が加熱される。したがって、基
板４２０には、ディスプレイ部４４０の中央部から周辺部方向に温度が高まる温度勾配が
形成されうる。基板温度が高くなれば、蒸着速度も速くなるため、開口５１０の外郭ライ
ン付近の基板温度が開口５１０の中央より相対的に高くて、さらに早く蒸着されうる。し
たがって、成膜された封止膜は、エッジ部が中央部より厚さ及び密度が増大しうる。
【００５８】
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　基板４２０の領域別温度及び温度勾配は、封止膜全体の厚さ、封止膜の材料、蒸着方法
によって異なって設定されうる。例えば、封止膜の形成時、ＰＥＣＶＤ法が使われる場合
、本実施形態では、ディスプレイ部４４０が位置する発光領域の基板４２０の温度を１０
０℃以下に維持し、マスク５００の熱線５５０を加熱して非発光領域の温度を発光領域よ
り高い１４０℃に維持できる。ここで、発光領域の有機素子に影響を与えない範囲内で、
前記マスク５００の熱線５５０によって加熱される非発光領域の温度は、１４０℃以上に
設定できる。
【００５９】
　封止膜は、無機膜または有機膜が一層以上に形成されるか、または無機膜と有機膜とが
交互に形成されうる。封止膜が多層構造である場合、前記方法によって最下層封止膜を形
成した後、前述した工程によって、順次に次の層の封止膜を形成する。この時に使われる
各膜の材料によって、基板４２０に設定される温度及び基板４２０に形成される温度勾配
の程度が変わり、温度勾配の程度によって、形成された封止膜の中央部とエッジ部との密
度差及び厚さ差も変わりうる。
【００６０】
　上記説明したように、本実施形態の封止膜は、中央部からエッジ部に行くほど密度及び
厚さが増大するため、効果的に側面方向の水分や酸素の浸透を防止して、有機発光ディス
プレイ装置の寿命を向上させうる。
【００６１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００６２】
　１００　　有機発光ディスプレイ装置
　１２０　　基板
　１４０　　ディスプレイ部
　２００　　封止膜
　ＤＡ　　発光領域
　ＮＤＡ　　非発光領域
　２００ａ，２００ｂ，２００ｃ　　多層膜
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机发光显示装置，并提供其制造方法。解决方案：有机发光显示装置具有基板，形成在基板上的显示部
分和用于覆盖的密封膜显示部分和显示部分附近的非显示区域，并且从中心部分朝向边缘部分增加密度和厚度。因此，通过防止水
分和氧气在侧面方向上的渗透，可以延长有机发光显示装置的寿命。
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